
Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0826U001734

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-05-2026

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ ЛНУ ім. Івана Франка № 805 від
22.06.2026 р.

ІІ. Відомості про здобувача
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Максимчук Данило Максимович

2. Danylo M. Maksymchuk

Кваліфікація:
Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0003-5690-8077

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 105

Назва наукової спеціальності: Прикладна фізика та наноматеріали

Галузь / галузі знань:  
Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Прикладна фізика та наноматеріали

Дата захисту: 26-05-2026

Спеціальність за освітою: Мікро- та наносистемна техніка

Місце роботи здобувача: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:



ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 12540

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 29.19, 29.31, 29.41

Тема дисертації:
1. Структура, фотоелектричні та рекомбінаційні процеси в тонких плівках β-Ga2O3, активованих іонами
тривалентних елементів

2. Structure, photoelectric and recombination processes in thin films of β-Ga2O3 activated by ions of trivalent
elements

Реферат/анотація:
1. Дисертаційна робота присвячена експериментальному дослідженню та вивченню впливу методів та умов
одержання, наявності іонів активаторів на формування структури тонких плівок (X0.06Ga0.94)2O3:Eu3+,Cr3+
(X=Y, La), особливостей їхніх люмінесцентних та фотоелектричних характеристик, визначенню методів
збільшення електропровідності даних плівок і, як наслідок, створення на їх основі ефективних
люмінесцентних матеріалів для дисплейного застосування. Серед нових та перспективних функціональних
матеріалів для застосування в оптоелектроніці та приладобудування важливе місце займають тонкоплівкові
матеріали на основі чистих та активованих плівок -Ga2O3. Такі тонкі плівки використовуються при створенні
люмінесцентних дисплеїв, засобів для запису та візуалізації інформації, є перспективними для польових
транзисторів, прозорих в УФ та видимій області фотодетекторів та електродів, газових сенсорів,
сцинтиляторів. При цьому оптичні та електричні характеристики тонких плівок на основі -Ga2O3 залежать



від цілої низки факторів, серед яких методи одержання і режими нанесення, технологія обробки після
нанесення і наявність домішок, які вводяться для цілеспрямованої зміни властивостей плівок. Враховуючи,
що оптичні та електричні процеси в плівках на основі -Ga2O3 значною мірою визначаються структурними
дефектами, ми досліджували тонкі плівки загальної формули (X0.06Ga0.94)2O3:Eu3+,Cr3+ (X=Y, La). В таких
плівках частина іонів основної матриці Ga3+ була заміщена ізовалентними іонами Y3+ або La3+, що не
вимагало локальної компенсації електричного заряду. Це дозволяє краще дослідити центри люмінесценції,
які зумовлені центрами свічення дефектного походження. Використання іонів Eu3+ або Cr3+, як активаторів,
зумовлене тим, що ціла низка оксидних плівок, активованих даними іонами є перспективними червоними
люмінофорамим, які широко використовуються в оптоелектроніці та люмінесцентній техніці.

2. The dissertation is devoted to experimental research and study of the influence of methods and conditions of
obtaining, the presence of activator ions on the formation of the structure of thin films
(X0.06Ga0.94)2O3:Eu3+,Cr3+ (X=Y, La), the peculiarities of their luminescent and photoelectric characteristics, the
determination of methods for increasing the electrical conductivity of these films and, as a result, the creation of
effective luminescent materials for display applications based on them. Among new and promising functional
materials for use in optoelectronics and instrument engineering, thin-film materials based on pure and activated β-
Ga2O3 films occupy an important place. Such thin films are used in the creation of luminescent displays, means for
recording and visualizing information, and are promising for field-effect transistors, UV- and visible-light-
transparent photodetectors and electrodes, gas sensors, and scintillators. At the same time, the optical and
electrical characteristics of thin films based on -Ga2O3 depend on several factors, including the methods of
preparation and application modes, post-application processing technology, and the presence of impurities
introduced to deliberately alter the properties of the films. Considering that the optical and electrical processes in
films based on -Ga2O3 are largely determined by structural defects, we studied thin films of the general formula
(X0.06Ga0.94)2O3:Eu3+,Cr3+ (X=Y, La). In such films, part of the Ga3+ ions of the main matrix were replaced by
isovalent Y3+ or La3+ ions, which did not require local compensation of the electric charge. This enables a more
thorough investigation of luminescence centers resulting from defect-induced luminescence. The use of Eu3+ or
Cr3+ ions as activators is due to the fact that a number of oxide films activated by these ions are promising red
phosphors that are widely used in optoelectronics and luminescent technology.
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